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(57) Abslract: The invention 
ooncems an MSM-lype 
photodetector device for 
detecting an incident light and 
comprising, superimposed on 
a support (1), reflecting means 

(2) forming a first mirror for a 
Fabry-Perot resonant cavity, a non 
light-absoibing intermediate layer 

(3) , an active layer (4) made of 
semiconductor material absorbing 
incident light and an electrode 
grating (5) for polarizing and 
collecting the detected signal. 
The electrode grating is arranged 
on the active layer and consists of 
parallel strips umformly spaced 

by a period less than the wavelength of the incident light, the electrode grating constituting a second mirror for die resonant cavity, 
the optical properties of said second minor being determined by the geometrical dimensions of said conductive strips. The distance 
separating the firsi mirror from the second muroris detennined to obuun between said two minors a Fafary-Perot type resonance 
for the incident light. 

(57) Abrege : Uinvention conceme un dispositif de photod^teclion de type MSM destine k d^tecter une lumi^ incidente el com- 
prenant, en superposition snr un support (1), des raoyens r^fltehissante (2) formant un premier rairoir poor une cavit6 rfoonnante 
dc type Fabry-Pdmt, une couchc d'un matdriau n'absorbant pas la lumi&re (3), unc couchc active (4) cn matdriao scmioonductcur 
absorbant la lumite incidente et un r6scau d'dlectrodes (5) dc polarisation et dc coUccte du signal ditcctd. Lc rdseau d'dlectrodes est 
disposd sur la couche active et est constitnd de bandes parall&les rdguliftrement espacdes selon une pdnode infdrieure ^ la longueur 
d'onde de la lumihe incidente, le rdseau d*dlectrodes constituant un deuxiftme miroir pour la cavit£ idsonnante, les caractdristiques 
optiques de ce deuxi^me miroir dtant d^termindes par les dimensions gdom^triques desdites bandes conductrices. La distance s^- 
parant le premier miroir du deuxi^me miroir est ddtenninde pour obtenir entre ces deux mhx}irs une rdsonance de type Fabry-Pdrot 
pour la lundte incidente. 
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DISPOSITIP DB PHOTODETECTION DE TYPE MSM ET A CAVITB 
RESOimAMTE COHPKENANT UK MIROXR A RESEAU ELECTRODES 

METALLIQUES 

5 DESCRIPTION 

DOMAINS TECHNIQUE 

La presente invention se rapporte & xm 
dispositif de photod6tection de type MSM et: a cavitg 
resonnante comprenant xm miroir k r^seau d * electrodes . 

10 

ETAT DS LA TECENIQUE ANTERIEURE 

Un photodetecteur ultra- rapide (temps de 
reponse inf6rieur a Ips) est aujourd'hui un 616ment 
crucial pour, les tgl6cotranuni cat ions a tres haut dgbit 

15 par ' fibre optique (100 Gbits/s et au deli) . Les 
performances recherchies sont une grande sensibility et 
une large bande passante dans les longueurs d'onde de 
1,3 et 1/55 \m. Quel que soit le type de photodetecteur 
(diode PN, diode PIN, structure M^tal-Semiconducteur- 

20 Metal ou MSM), I'objectif de rapiditS impose que la 
distance inter- Electrodes soit courte (inf^rieure a 100 
nm) et que la lumiSre soit absorbee dans un volume 
minimal . 

Les photodStecteurs existant actuellement 
25 font done nicessairement l^objet d'un comprorais entre 
rendement et vitesse. Ainsi, le semiconducteur InGaAs 
massif ayant une longuetir caract^ristique d' absorption 
d* environ 3 \m, t la longueur d'onde de 1,55 \m, la 
diminution du temps de transit des porteurs de charge 
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est directement li6e a une diminution du rendement 
quant ique externe dans les diodes PIN et dans les 
structures MSM. 

En utilisant les photor6p6teurs actuels, la 
5 raont^e en d6bit des telecommunications optiques 
imposerait done une augmentation importante du nombre 
de r^peteurs sur la ligne de transmission et done son 
coClt. 

Les photodStecteurs MSM ultrarapides 

10 (plusieurs centaines de GHz) doivent avoir une couche 
absorbante de faible gpaisseur et un espace inter- 
electrodes infSrieur a la longueur d'onde. 

La premiere contrainte limite fortement la 
sensibility corame il ressort de 1' article "High-Speed 

15 InGaAs Metal -Semiconductor-Metal Photodetectors with 
Thin Absorption Layers" de W.A. Wohlmuth et al., IEEE 
Photon. Tech. Lett., Vol.9, N^5, 1997, pages 654 a 656, 
La deuxieme contrainte limite egalement 
fortement la sensibilite. Elle est ref^rencee dans la 

20 litt^rature sous deiix aspects : d'une part, un effet 
d'ombrage des Electrodes et d» autre part, un effet de 
diffraction conduisant a une faible p6nStration de la 
lumidre dans le dispositif. On peut se reporter & ce 
sujet k 1' article "High-Responsivity InGaAs MSM 

25 Photodetectors with Semi -Transparent Schottky Contacts" 
de R.H. Yuang et al-, IEEE Photon • Tech. Lett./ Vol.7/ 
N*>11, 1995, pages 1333 k 1335. 

Pour * contoumer cette difficult^, les 
recherches s'orientent dans deux directions 

30 difffirentes. Les photodiodes PIN ou Schottky associSes 
k une cavity rgsohante permettent de conserver un 
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rendement quant ic[ue 61ev6, mais leur frequence de 
coupure est lirait6e k environ 100 GHz pour des 
dispositifs de 100 de surface. On peut se reporter 
k ce sujet I 1 'article "Resonant Cavity-Enhanced (RCE) 
5 Photodetectors" de K. Kishino et al., IEEE J. Quantum 
Electron., Vol.78/ N«2, 1995, pages 607 a 639. 

Plus rScemment, des photodStecteurs a ondes 
propagatives ont etS etudiSs. Contrairement aux 
structures prec^dentes, I'Sclairage est lateral, c'est- 

10 a-dire perpendiculaire au dSplacement des porteurs de 
charge. Ces structures sont conqrues pour §tre S la fois 
uh guide d*onde optique et un guide d'onde electrique 
TEM. La limitation due a la capacity (constante de 
charge RC) est alors remplacSe par une limitation due 

15 au disaccord entre les vitesses de groupe optique et 
Electrique, On peut se reporter a ce sujet i 1' article 
"Traveling-Wave Photodetectors" de K.S. Giboney et al., 
IEEE Photon, Techn. Lett., Vol.4, N®12, 1992, pages 
1363 a 1365. 

20 

EXPOSE DE L' INVENTION 

Pour remedier aux inconvenients des 
dispositifs de I'art antSrieur, il est propose selon la 
pr6sente invention de concentrer de f agon rSsonnante la 

25 lumiere dans une structure MSM de faible volume actif. 
La resonance est de type Fabry- P^rot entre un miroir de 
haute rSf lectivitg (par exemple un miroir de .Bragg) a 
la base du dispositif et lui r^seau d' Electrodes 
mgtalliques en surface. La pEriode du r6seau 

30 d* Electrodes est infErieure k la longueur d*onde de la 
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luraiSre incidence. La reflectivity de ce r^seau 
d' electrodes (detixieme miroir de la cavity Fabry-Perot) 
est contr616e par les pararaetres ggometriques du 
rSseau. La cavity ainsi rgalis6e comporte deux 

5 parties : une couche absorbante d*6paisseur r^duite oH 
sont g§ner6s les photo-porteurs et ime couche non 
absorbante. La faible longueur des trajets que doivent 
parcourir les photo-porteurs pour etre collect6s par 
les electrodes assure a ce dispositif un comportement 

10 intrinseque extr^meraent rapide (temps de reponse 
infirieur a la picoseconde) alors que le couplage 
resonant avec la lumidre incidents lui assure un 
rendement quantique exteme 61ev6 (typiquement 10 fois 
superieur aux raeilleures performances actuelles) . 

15 L* invention a done pour objet un dispositif 

de photodetection de type MSM destin6 a dStecter une 
lumiere incidente et comprenant, en superposition sur 
une premiere face d'un support, des moyens 
reflSchissants formant un premier miroir pour une 

20 cavity r§sonnante de type Fabry- P^rot, une couche d'un 
materiau n'absorbant pas ladite lumiere, une couche 
active en raatfiriau semiconducteur absorbant la lumiSre 
incidente et un r^seau d' Electrodes de polarisation et 
de collecte du signal detects, le reseau d' electrodes 

25 Stant disposS sur la couche active, le r6seau 
d' Electrodes Stant constitug de bandes conductrices 
parallSles rSguliSreraent espacSes selon une pgriode 
inffirieure a la longueur d'onde de la lumiSre 
incidente, le rSseau d' Electrodes constituant un 

30 deuxiSme miroir pour la cavite rSsonnante, les 
caract6ristiques optiques de ce deuxieme miroir etant 
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d^terminees par les dimensions geometriques desdites 
bandes conductrices, la distance s^parant le premier 
miroir du dexixieme iniroir 6tant detertninee pour obtenir 
entre ces deux miroirs une resonance de type Fabry- 
5 Perot pour la lumiSre incidente. 

Les moyens r€f l€chissants formant un 
premier miroir peuvent 8tre constitu6s par \m miroir de 
Bragg, par exemple constitu^ de couches altemSes 
d*AlAs et d'AlGaAs ou de couches altemees de GalnAsP 
10 et d'InP ou de couches altemees d'MGalnAs et d'AlInAs 
ou de couches altemSes d'AlGaAsSb et d'AlAsSb. 

lis peuvent aussi Stre constitu^s par une 
couche metallique. De prSfSrence, la couche mStallique 
constituant le premier miroir offre xine surface en 
15 argent, en or ou en aluminium k la lumiSre incidente. 

lis peuvent encore etre constitues par un 
miroir diSlectrique multicouche. 

La couche de mat^riau n'absorbant pas la 
Itimidre peut §tre en AlxGai-xAs et la couche active en 
20 GaAs. De prSfSrence, x est de l*ordre de 0,35 pour un 
fonctionnement S une longueur d»onde proche de 800 nm. 

La couche de matiriau n*absorbant pas la 
lumiere peut aussi etre en AlInAs et la couche active 
en InGaAs pour un fonctionnement a une longueur d'onde 
25 proche de 1500 nm. 

Le rSseau d 'electrodes peut former deux 
peignes interdigitgs . En variante, le rSseau 
d' Electrodes peut §tre constitue desdites bandes 
conduc trices qui sent juxtaposees et branch^es en 
30 potent iel flottant. 
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Avantageusement, les bandes conductrices 
sont en argent ou en or. 

Une couche de mat^riau di^lectrique de 
passivation peut etre depos^e sur le rSseau 
5 d» electrodes, par exemple une couche de dioxyde de 
silicium ou de nitrure de siliciura. 

Eventuellement, une dexaxieme face du 
support supporte une Electrode d' application d'un champ 
electrique au dispositif pour changer, par effet 
10 electro-optique, la longueur d'onde de resonance de la 
cavitS risonnante. 

BREVE DESCRIPTION DBS DESSINS 

15 L' invention sera mieux comprise et d'autres 

avantages et particularitSs apjoaraltront t la lecture 
de la description qui va suivre, donnSe k titre 
d' exemple non limitatif, accompagn6e des dessins 
annexes parmi lesquels : 

20 - la figure 1 est une vue partielle, en 

perspective et en coupe d'un dispositif de 
photodetection selon la prSeente invention, 

- les figures 2 et 3 sont des vues de 
dessus d'xm dispositif de photodetection selon la 

25 pr&sente invention, dans une variante interdigit€e, 

les figures 4A k 4F illustrent la 
realisation d'un riseau d^ Electrodes et des contacts 
associgs pour un dispositif de photodetection selon la 
pr6sente invention, 
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- les figures 5A i. 5C illustrent des etapes 
d*un proc6d§ de realisation d'un autre dispositif de 
photodetection selon la prSsente invention. 

5 EXPOSE DETAZLLE DE MODES DE REALISATION PARTICULIERS 

La structure proposSe par la prSsente 
invention est constitute d'un rtseau d* Electrodes 
ia§talligues dispose sur une fine couche de mattriau 
semi conduct eur absorbant la lutniSre H dStecter, cette 

10 fine couche 6tant elle-m§me deposee sur une couche 
transparente, elle-meme deposSe sur un miroir 
infSrieur. L' invention exploite, d*une part, \ine 
transmission partielle des ondes incidentes (en 
polarisation TE et TM) k trayers le rfiseau d' Electrodes 

15 qui joue le r61e d'un miroir semi-rSflEchissant (miroir 
supErieur) et, d* autre part, vine resonance entre les 
miroirs supSrieur et inffirieur. Une tr§s grande partie 
de ia lumidre incidente peut alors §tre absorbEe trds 
prfes des electrodes, dans la couche active qui peut 

20 faire 50 nm d'Epaisseur. 

La presence d'une couche de passivation 
diposEe sur le rEseau d' Electrodes impose \ine lEgdre 
modification des paramStres du rEseau ainsi que de la 
distance entre les deux miroirs, sans remettre en cause 

25 1' existence des rEsonances mises k profit dsuis 
1' invention. 

Une troisi&me Electrode, placee sur la face 
arridre du dispositif, permet, en appliquant un champ 
Electrique perpendiculaire k sa surface, de changer par 
30 effet Electro-optique la longueur d'onde de la 
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resonance et done de servir a accorder le 
photodetecteur k la longueur d*onde. 

La figure 1 est une vue partielle, en 
perspective et en coupe d*vin dispositif de 
5 photod§tection selon la pr§sente invention. Le 
dispositif de photod^tection est rSalisg a partir d^un 
substrat 1 en GaAs. La r6fSrence 2 d^signe le miroir 
infSrieur qui est ici un miroir de Bragg. Ce miroir de 
Bragg est constituS d'lm eropileraent alteme de couches 

10 21 et 22 en mat6riaux n'absorbant pas la lumidre et 
d' indices de refaction diffSrents. Avec un substrat en 
GaAs, le miroir de Bragg peut etre une altemance de 
couches d'AlAs et d'AlGaAs. Les Spaisseurs de ces 
couches sont calcul^es en fonction de la gamme de 

15 longueurs d»onde k r^flechir. Les couches 21 et 22 
peuvent etre obtenues par §pitaxie (par exemple par 
Spitaxie par jet molSculaire) sur le substrat 1. 

On depose ensuite successivement sur le 
miroir inf^rieur 2 une couche 3 n'absorbant pas la 

20 lumi^re a d^tecter et ime couche active 4. Ces couches 
peuvent aussi §tre depos^es par epitaxie. La couche 3 
peut 8tre en AlxGai-x As avec un coefficient x choisi de 
maniere optimale 6gal a 0,35. La couche active 4 peut 
alors gtre en GaAs. Elle supporte lan r§seau 

25 d» Electrodes 5 en or, en argent ou en aluminium, Les 
Slectrodes 5 sont constituees de bandes paralleles 
r^guliSrement espacges. Les dimensions geom6triques des 
bandes sont choisies pour conduire a la formation, a 
1' interface entre le rSseau d' Electrodes 5 et la couche 

30 active 4, du miroir supErieur. 
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A titre d'exemple, pour xine longueur d'onde 
de la luraiere incidente d' environ 790 nm, la distance 
sSparant les miroirs infirieur et sup^rieur peut etre 
de 70 nm dont 40 nm de couche absorbante et 30 nm de 
5 couche transparente, la pSriode du r^seau d' electrodes 
peut §tre de 200 nm et les bandes conductrices peuvent 
avoir vine largeur de 100 nm pour une gpaisseur de 30 
nm. 

Cette structure diffdre des structures MSM 

10 resonnantes propos#es jusqu'a present parce que le 
fait, selon 1' invention, de rapprocher les Electrodes 
ne presente plus 1 ' inconvenient de masquer la luraiere 
mais joue un role fondamental pour le contrCle de la 
reflectivity du miroir sup6rieur, 

15 Si on s'interesse a 1* intensity de la 

composante Elect rique du champ 61ectroraagn6tique dans 
la couche absorbante pour une lumiere incidente regue, 
on constate que 1» absorption est trSs favorable S. la 
collection des porteurs en polarisation TE puisqu'elle 

20 se fait principalement entre les electrodes, minimisant 
ainsi le temps de collection des photo-porteurs . En 
polarisation TM, le champ ElectromagnEtique est 
localise dans une region de faible champ glectrique 
statique, ce qui est difavorable ^ une collection 

25 rapide des photo-porteurs. 

La geomStrie des 61ectrodes peut etre de 
type interdigitS comme le montre la figure 2 qui est 
une vue de dessus d"un dispositif selon 1* invention. Le 
rSseau d'Slectrodes est dispose sur la couche active 

30 14. II est constitug de bandes paralldles 15 connectEes 
eiectriquement H un contact commun 35, pour former xin 
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premier peigne, et de bandes paralleles 25* connect€es 
glectriquement k un autre contact conunxm 45, pour 
former un deuxidrae peigne. Les de\ix peignes sont 
interdigit^s • Dans cet exemple, la surface couverte par 
5 le r6seau d' electrodes est de 5 jim x 5 pm. 

La figure 3 est egalement une vue de dessus 
oil le dispositif illustrS par la figure 2 est d^signe 
sous la r€f6rence 10, II est realise sur un substrat 
r^ferencS 11. On reconnait les contacts 35 et 45. Les 

10 bandes m6talliques (refSrencees 15 et 25 sur la figure 
2) n'ont pas gtg representees. 

La figure 3 montre des pistes conductrices 
36 et 46 connectant respectivement les contacts 35 et 
45 et deposies sur le siibstrat 11. Le substrat 11 

15 supporte aussi des metallisations 12 et 13 encadrant le 
dispositif de photodStection 10 et les pistes 
conductrices 36 et 46. L' ensemble des pistes 
raStalliques 12, 13 et 46 d'une part et 12, 13 et 36 
d' autre part forment des lignes coplanaires k impedance 

20 contr816e pour \me propagation du signal de 
photocourauit produit. 

Les Electrodes peuvent aussi @tre 
constitutes par une juxtaposition de bandes 
conductrices k- potentlel f lottant comme cela est dtcrit 

25 dans le document PR-A-2 803 950. 

Les figures 4A k 4F illustrent la 
realisation d'un rSseau d' Electrodes et des contacts 
associgs pour un dispositif de photod§tection selon la 
prEsente invention. Ces figures sont des vues en coupe 

30 transversale comme pour la figure 1. 
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La figure 4 A montre \m substrat 51 
supportant successivement un miroir infirieur 52, une 
couche non absorbante 53 et une couche active 54. Si le 
substrat est en GaAs, le miroir inf§rieur peut Stre un 
5 miroir de Bragg const itug d^tine altemance de couches 
d'AlAs et d'AlGaAs. (8 ou 16 paires de couches), la 
couche non absorbante est une couche d»AlxGai-xAs et la 
couche active est une couche de GaAs. Une couche 60 de 
polym€thacrylate de raethyle ou PMMA de 100 nm 

10 d»epaisseur a 6t€ deposie sur la couche active 54. Par 
lithographie glectronique, des ouvertures sont 
pratiquees dans la couche 60 jusqu^a atteindre la 
couche active 54 en vue de r6aliser le reseau 
d^ Electrodes. Ces ouvertures peuvent done avoir 100 nm 

15 de largeur- 

Une couche d' argent ou d'or est ensuite 
deposee sur la couche de PMMA gravEe et selon une 
Spaisseur de 30 nm. Cette couche d» argent ou d»or est 
representee sous la reference 61 sur la figure 4B, Elle 
20 repose sur la couche 60 subsistante et sur les parties 
de la couche active 54 qui ont StS rSvelSes par la 
gravure • 

On effectue ensuite une operation de "lift- 
off" par dissolution de PMMA dans du trichloroSthylSne . 
25 Le rgsultat obtenu est presents k la figure 4C. La 
couche active 54 supporte un rgseau d' electrodes 
represents sous la reference globale 62. 

Une couche de rfisine 70 est ensuite dSposSe 
sur la couche active 54 supportant le r6seau 
30 d'Slectrode 62. Une operation de lithographie optique 
permet de graver la couche de rgsine 70 jusqu'i rSvSler 
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la couche active 54 aux endroits pr^vus pour les 
eraplacements des contacts associes aux electrodes. 
C'est ce que montre la figure 4D. 

On passe ensuite & la figure 4E qui montre 
5 qu'une couche 71, du meme mStal que le reseau 
d' electrodes ou d'un autre mStal, a 6te deposee sur la 
couche de rSsine 70 subsistante et sur les parties de 
la couche active 54 qui ont 6t6 r6v61ges par la 
gravure. La couche 71 est plus Spaisse que la couche 61 

10 (voir la figure 4B) . 

On procdde ensuite h une nouvelle operation 
de "lift-off" pour obtenir la structure representee k 
la figure 4F. la reference 72 dSsigne les contacts 
associ6s au reseau d' electrodes 62. 

15 Les figures 5A k 5C illustrent des Stapes 

d'un procSde de realisation d'un autre dispositif de 
photodStection selon la prSsente invention. Dans cette 
variante, le miroir infirieur est const ituS par une 
couche mitallique. Ces figures sent des vues en coupe 

20 transversale coinme pour la figure 1. 

La figure 5A montre un substrat 
semiconducteur 80 supportant successivement une couche 
d'arr§t 85, une couche active 84, \me couche non 
absorbante 83 et une couche m^tallique 82 destinSe k 

25 constituer le miroir inf6rieur. Si le substrat 80 est 
en GaAs, la couche d'arrSt 85 pent Stre en GalnP, la 
couche active 84 peut St re en 6aAs et la couche non 
absorbante 83 peut §tre en AlxGai-jcAs. La couche 
mStallique 82 peut Stre un bicouche comprenant une 

30 premiSre sous-couche en argent adjacente k la couche 
non absorbante 83. La couche mgtallique comprend 
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egalement ime deuxi^tne sous-couche destinee a xme 
brasure ulterieure et constitute, par exemple, d'un 
alliage d'or et de geormaniiim . Le miroir infSrieur peut 
aussi Stre iin miroir diSlectrique multicouche. 
5 La figure 5B montre la structure prScedente 

rendue solidaire d*un support 81, La solidarisation a 
ete obtenue par une brasure rSaliste entre la couche 
m^talligue 82 et une couche de brasure 86 dSposie sur 
le support 81, Le support 81 peut Stre en tout mattriau 

10 compatible avec le precede mis en cEUvre. 

Le substrat 80 est ensuite tliminS par 
polissage mScanique, m€cano-chimique et chimique 
jusqu»a atteindre la couche d'arrSt 85. La couche 
d*arr§t 85 est ensuite elle-m§me gliminte par gravure 

15 chimique selective pour exposer la couche active 84. 
C'est ce que montre la figure 5C. 

La suite du precede, pour obtenir le rSseau 
d' Electrodes et ses contacts associfiS/ a deja etS 
dScrit en association avec les figures 4A i 4F. 

20 La nouvelle structure MSM proposSe par la 

presente invention, comprenant une cavit§ resonante 
entre miroir de Bragg et un reseau mStallique "sub- 
longueur d'onde" en or permet d' absorber plus de 50% de 
la lumiire incidente (pour \ine longueur d'onde de 

25 0,8 (Un) dans line couche active de 40 run d'€paisseur et 
avec un espace inter-Slectrode inffirieur i 100 nm. Le 
rendement est ainsi 25 fois supgrieur k celui obtenu 
par un unique passage k travers la couche absorbcuite. 
Ce rendement peut @tre sensiblement amgliort par 

30 l*utilisation d*un rSseau en argent, en am§liorant la 
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r§f lectivitS du miroir de Bragg et en augmentant 
I'Spaisseur de la couche absorbante. 

Le rendement quant ique, externe obtenu sur 
\m. dispositif experimental et en polarisation TE est de 
5 15 % dans une couche de 40 nm d'Spaisseur. Aucune 
difficulty technologique ne setnble s'opposer 
• I'obtention de rendements supSrieurs a 50 %. 

La prSsente invention peut 6galement etre 
utilisee pour tout type de photodStecteur utilisant \ine 

10 cavity r6sonnante. Le reseau d' electrodes m6talliques 
eert a la fois de miroir i la cavitS et de moyen de 
polarisation glectrique du dStecteur. Par exemple, le 
dispositif peut §tre un detecteur de type PIN compost 
d'un empilement de couches semiconductrices de type p 

15 et n formant la jonction PN et incorporant une zone 
intrinseque (zone I), 1' empilement itant placi dans la 
cavitS r^sonnante composee, par exemple, d'un miroir de 
Bragg et d'un miroir a reseau d' Electrodes mStalliques, 
ce rSseau servant ggaleraent ^ la polarisation d'une des 

20 couches p ou n de la jonction. Le dispositif peut aussi 
§tre un dStecteur de type Schottky compose d'une couche 
semi conduct rice non absorbante plac^e entre un miroir 
de Bragg et un riseau d' Electrodes mStalliques servant 
a la fois de miroir S la cavite, d' electrodes de 

25 polarisation Slectrique et de zone absorbante • 
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REVENDICATIONS 

1. Dispositif de photodetection de type MSM 
destine a detecter une lurai§re incidente et comprenant, 

5 en superposition sur une premidre face d'un support (1, 
51, 81), des moyens ref ISchissants (2, 52, 82) forraant 
\m premier miroir pour une cavite resonnante de type 
Fabry-Perot, une couche d'un mater iau n'absorbant pas 
ladite lumiere (3, 53, 83), une couche active (4, 54, 

10 84) en mat6riau semi conduct eur absorbant la l\imiSre 
incidente et un reseau d' Electrodes de polarisation et 
de collecte du signal d6tectE, le rSseau d» Electrodes 
(5, 62) Etant disposE sur la couche active, le rSseau 
d' Electrodes Etant const ituE de bandes conduct rices 

15 paralldles rEguli^rement espacEes selon une pEriode 
infErieure d. la longueur d'onde • de la lumiere 
incidente, le rEseau d* electrodes (5, 62) constituant 
un deuxi^me miroir pour la cavitE rEsonnante, les 
caractEristiques optiques de ce deuxi^me miroir Etant 

20 dEterminEes par les dimensions gEomEtriques desdites 
bcindes conductrices, la distance sEparant le premier 
miroir du deuxiSme miroir Etant dEterminEe pour obtenir 
entre ces deux miroir s une rEsonance de type Fabry- 
PErot pour la lumiere incidente. 

25 

2. Dispositif de photodEtection selon la 
revendication 1, caractErisE en ce que les moyens 
rEflEchissants forraant un premier miroir sont 
constituEs par un miroir de Bragg (2, 52) . 



30 
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3. Dispositif de photod^tection selon la 



revendication 2, caractSris§ en ce que le miroir de 
Bragg {2, 52) est constitue de couches altemSes d'AlAs 
et d'AlGaAs ou de couches altemSes de GalnAsP et d'InP 
5 ou de couches altem^es d'AlGalnAs et d*AlInAs ou de 
couches alternees d^AlGaAsSb et d'AlAsSb. 

4. Dispositif de photod§tection selon la 
revendication 1, caractSrisS en ce que les moyens 
10 r6f ISchissants formant un premier miroir sont 
const itu^s par una couche mStallique (82) . 



revendication 4, caract6ris6 en ce que la couche 
15 m^tallique (82) const ituant le premier miroir off re *une 
surface en argent, en or ou en aluminium ^ la lumiere 
incidente . 

6. Dispositif de photod6tection selon la 
20 revendication 1, caracterisS en ce que les moyens 

rSflechissants formant ton premier miroir sont 
constitu^s par un miroir dielectrique multicouche. 

7. Dispositif de phot odStect ion selon la 
25 revendication 1, caracterisS en ce que la couche de 

matSriau n'absorbant pas la lumiere (3, 53, 83) est en 
AlxGai-xAs et la couche active (4, 54, 84) est en GaAs. 



5, Dispositif de photod^tection selon la 



30 



8. Dispositif de photod6tection selon la 
revendication 7, caracterise en ce que x est de I'ordre 
de 0,35. 



• 
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9. Dispositif de photoditection selon la 
revendication 1, caractSrisS en ce que la couche de 
mat§riau n'absorbant pas la lumi^re (3, 53, 83) est en 

5 AlInAs et la couche active (4, 54, 84) est en InGaAs. 

10. Dispositif de phot odetect ion selon la 
revendication 1, caractgris§ en ce que le reseau 
d' Electrodes (5, 62) forme deiuc peignes interdigites. 

10 

11. Dispositif de photodetection selon la 
revendication 1, caract^risS en ce que le rSseau 
d*61ectrodes (5, 62) est constituE desdites bandes 
conductrices qui sont juxtaposSes et branchSes en 

15 potentiel flottant. 

12. Dispositif de photodStection selon la 
revendication 1, caracterisg en ce que les bandes 
conductrices sont en argent, en or ou en aluminium. 

20 

13. Dispositif de photodetection selon la 
revendication 1, caract6risS en ce qu*une couche de 
mat^riau diglectrique de passivation est d6pos6e sur le 
rgseau d ' Electrodes . 

25 

14. Dispositif de photodetection selon la 
revendication 13, caract€rise en ce que la couche de 
passivation est en dioxyde de silicium ou en nitrure de 
silicium. 



30 
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15. Dispositif de photod^tection selon la 
revendication 1, caracterise en. ce qu^iine deuxieme face 
du support supports tone Electrode d* application d»\m 
champ 61ectrique au dispositif pour changer, par effet 
5 ^lectro-optique, la longueur d'onde de resonance de la 
cavity r^sonnante. 
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